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9.	
 	
 研究実績の概要	
 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した	
 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立	
 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。	
 
	
 	
 
半導体中に生成された励起子系が示すテラヘルツ光吸収スペクトルを、クーロン相互作
用する電子正孔２バンドモデルに基づいて理論的に解析した。この理論の特徴は、スペ
クトルの励起子密度依存性が議論できる点である。今年度は、バンド間遷移に伴う可視
光吸収スペクトルを求める理論を開発した。これによって、半導体中に生成された電子
正孔多体系の性質を可視光およびテラヘルツ光吸収の両面から理論的に解析することが
可能になった。	
 
	
 本研究課題で開発したこれらのプログラムを用いて励起子モット転移を議論した。半
導体中に生成された電子と正孔は、十分低密度の場合、クーロン相互作用のために励起
子と呼ばれる束縛状態を作るが、密度の上昇とともに遮蔽効果が顕在化するため、ある
密度を境界に束縛状態を形成することができなくなると考えられている。励起子モット
転移と呼ばれるこの現象は、これまで可視光吸収の観点から調べられてきたが、転移温
度や密度が定義できる通常の相転移なのか、それとも徐々に状態が移り変わるのかなど
、いまだ多くの事が明らかにされていない。励起子のボーズアインシュタイン凝縮（Ｂ
ＥＣ）は励起子モット転移の近傍で起こるものと予想されているため、励起子モット転
移近傍における物性の理解は、励起子ＢＥＣの探索にとって不可欠であると考えられて
いる。	
 
	
 本研究では、励起子ライマンスペクトルが励起子密度を変化させることによってどの
ように変化してゆくか詳細に調べ、その密度依存性から励起子モット転移密度を算出す
る理論式を導出した。この結果は励起子ＢＥＣ探索に資するものと期待される。	
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